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Кремний будучи основным материалом для приборов интегральной 
электроники не получил широкого использования в оптоэлектронике. 
Причиной этого является непрямая структура зон кремния, что не по-
зволяет эффективно излучать свет. Отношение к кремнию изменилось 
после обнаружения эффективного излучения света из наноструктури-
рованного кремния [1].  

В данной работе произведено исследование влияния режимов электро-
химического анодирования кремния на люминесцентные свойства форми-
руемого пористого кремния. Показано, что варьируя режимы формирова-
ния пористого кремния можно получать структуры с максимумом светоиз-
лучения от 500 до 800 нм. Сформированные электролюминесцентные 
структуры показали, что спектр излучения может перекрывать практиче-
ски весь видимый диапазон. Эффективность светоизлучения в фотолюми-
несцентных структурах составила более 1%. В то время же в электролю-
минесцентных структурах эта величина составила 0,1%.  

Проведено обсуждение практических применений светодиодов  
на основе наноструктурированного пористого кремния, среди которых 
особо следует отметить оптические межсоединения интегральных  
микросхем [2].  
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